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При этом особый интерес представляет получение многослойных МДП-структур. Создания таких структур в наноразмерном масштабе трубует близости параметров кристаллических решеток этих материалов. В качестве металла наиболее часто используется  силициды металлов, которые обладают металлическими свойствами (низкая щирина запрещенной зоны и маленкие удельного сопротивления ρ). В таблице 3,2 приведены значения щирины запрещенной зоны и параметрь рещетки силицидов металлов щироко  используемых в создание пиборов микро-, нано- и оптоэлектроники эти стуктурары получены методом ТФЭ в сочетание с отжигом. Толщины пленки составляют ~200-250 Å.

Значение Еg, ρ и параметров решетки MeSi2
	Параметр 
	Si
	CoSi2/Si
	NiSi2/Si
	BaSi2/Si
	NaSi2/Si

	Еg, эВ
	1,12
	0,5
	0,58
	0,7
	0,65

	Параметр решеток, Å
	5,43
	5,37
	5,42
	6,71
	8,9

	ρ, мкОм∙см
	5∙106
	40
	50
	100-120
	-


Видно, что Еg для всех силицидов металлов составляет в пределах 0,5-0,7 эВ а постаянное решетки    CoSi2 и NiSi2 хорошо согласуются с постоянной решеткой Si. Отментим, что в настояшиее время структура и свойства  CoSi2/Si изучены более подробно. Поэтому в данной работе основное влияние уделное к получение и изучение состава, структурах и свойств системы NiSi2/Si.
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